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B

NICHT FOR NEUENTWICKLUNGEN 2N 2405

SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOR
fir Verstiirker- und Schalteranvendangen

Mechanische Daten:

Gehlnse: Metall, JEDEC TO=05,
B A3 DIN 41 BT3

Der Kollektor ist mit dem
Gebhluse leitend verbunden.

Mailangaben in mm.

5::

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung “cn g = max. 120 ¥
Kollektor-Emitter=Sperrspannung U':. p ™ maI. @0 v
Kellektorstrom Ic = mAX. 1 A
Gesamtverlustleistung rtnt = BAX. B W
o

Sperrschichttemperatur IJ = BAX. 200 C
Gleichstromverstlirkung

bei l:f':I = 10 ¥, IE = 150 mA B = 60...200
Transit=-Frequenz 5

bai UCH = 10 ¥V, I[‘. = 50 mA IT = 120 MH=
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|
2 N 2405 NICHT FUR HEUEHTWICHLUNGEH!

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis s, "‘}
Kellektor-Sperrspannung bei -Up, = 1,5 V: I:T.‘:.,B y = maz. 120 V¥
bei I‘ = 0 . l]‘:HI p = mAX. 120 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung hei l“ = 10 Q: UC! g " mar. 140 ¥
bei R“ = 500 Q¢ uCI g = max. 1200 ¥
: bei I' = 0 Ul:l p = max. LU
Emitter-Sperrspannung bei lt’,‘ = O U‘l g = maI. T
Kollektorstromt 11: " mAX. 1 A
Gesamiverlustleintung bei & - 25"¢ce ?tnt = BAX. 5 W
bei 8, = 25°C: P = max. W
U tot .
Sperrechichttemperatur: &_] = max. 200 C
Lagerungstemperatur; L = min. -65 "¢
&, = max. 200 °C
Wirmewiderstand :
gwischen Sperrschicht und Gehluse: ‘th G -'-:- s K/wW
zgwischen Sperrschicht und Umgebung: l". v -3 175 K/W
6 — 5 Mo
Flasma LT
w)
: (w)
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NICHT FUR Hsumrmcnu'uain 2N 2405

Kennwerte: bei &, = 235°C, sofern nicht anders angegeben
—— G

Kollektor-Restatrom

bei Ul:n = 90 ¥, IE = Oz ) ]EH 0 E 10 nA

bei UCB = 90 ¥V, IE = 0, lﬁ m 180 C: ICB 0 = i0 ph
Emitter-Reststrom ¢

bei l.I'EB =5V, IC = O It o = 10 nA
Kollektor-Durchbhruchspannung 5

bei I': = 100 pA, IE = 0 "{nn] RO~ 120 v
Kollektor-Emitter=Durchbruchspannung 3

bei lﬂ = 100 mi, 'Rn! = 10 Q: U{“} CE I; 140 L

bei IC = 100 mA, .'BI = 500 Q: U{“} CE R ; 120 v

bei ll] = 100 mA, lBI = 0 U{BH] CE O ; o0 v

bei IE = 30 mA, IB = D3 L{“} CEo0 " an v
Emitter-Durchbruchspannung 5

bei Ip = 100 pA, I, = 0: U(gr) EB 0 - 7 v
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei I': = 150 mA, IB = 15 mAs UI:E sat :: - v

bei Il: = 50 mA, I! = 5 mAz ['.EE sat - 0,2 v
Basisspannung ¢

bei ll:' 150 mA, ln- 15 mA: ]BE aat : 1,1 v

bei I[: = &0 mA, In = 0 mA: lfﬂx eat = 0,9 ¥
Gleichstromverstirkung 5

bei UEI = 10 ¥, [ﬂ = 10 mA: B = a5

bei Ugp = 10V, I, = 10 mA, 8; = -58"cC: B 2 20

bei UEE = 10 V, IC = 150 mAz B ; 6. . .200

bei IJCE = 10 V, ll: = 500 mA: B - 25
KurzschluB-Stromverstirkang

b d l.'CE =5, lﬂ m 5 mA, = 1 kHz: (] = 50,275
Transit-Frequenz 5

bei L-CE = 10 ¥, ]': = 50 mA, I’H = 20 MH=z: f.r = 120 MHz
Kollektorkapazithit <

bei UI:B = 10 V, IE m O3 Ec = 15 pF
Emitterkapazithit <

bhei UEI‘.I = 0,5V, IE = 0 c, = 80 pF
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2N 2405 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

]

Kennwerte I-'nrl:trli'un[: bhei El':_ m 26 C
\':nrpul-ﬁurfflz|.r||.'||-||1 Basisschal tung
i O =5V = = 2
bei lCB LM I:: 1 ma, 1 1 kHz: hllb - 4 34 *]
h s 3 - 1074
12b ¢
hygy = 0,5 us
bei Lcn-lﬂ'l. Itstlﬂ. f= 1 kHz: hl]h = 4...8 a
£ =4
h,, = ¥ 10
12k ¢
h.-..,,-h - 'ﬂ.'il p.S
Raunschzahl
bei ll"E- 10 vV, IL.-H,HIA .
und f = 1 kHz, EE = 500 0 F = L] dB
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